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緒言：有機薄膜上へ ITO 等の透明導電性酸化物電極が形成できるよ

うになれば、透明な有機デバイスが実現できるようになる。透明導

電性酸化物膜は通常スパッタ法によって作製される。有機薄膜への

透明電極製膜に適したスパッタ法として、プラズマに直接基板を曝

すことなく成膜が可能なためにスパッタ時の有機膜へのダメージ

を低減できる、対向ターゲットスパッタ法が近年注目を集めてい

る。しかしながら、対向ターゲットスパッタ法を用いて透明電極を

製膜した場合においても、何らかの原因で素子特性が大きく低下す

ることが知られており、特性低下の原因解明が必要とされている。

本研究では、成膜中の透明電極膜の膨張が有機デバイスの特性低下

の原因であることを示唆する結果が得られたので報告する。 

結果と考察：有機ＥＬ素子（図１）上に製膜時の膨張量が異なる ITO

電極を対向ターゲットスパッタ法を用いて作製した際の素子特性

を評価した。図２に高レートで ITO を製膜した際の素子の写真を

示す。ITO 製膜により素子の大部分が基板から剥離している。一

部の残った部分を拡大すると有機膜を内側に巻き込んでいる様

子が観測され、剥離が製膜時の ITO 膜の膨張によって引き起こさ

れてることを示唆している。デポレートを低下させ製膜時の膨張

量を抑えた場合、素子表面に波うちが観測され、部分的に素子が剥

離した状態が観測された。（図３）この状態では、電極と下部 ITO

が接触していない部分が多く、ほぼ電気伝導の観測されない素子

となった。さらにデポレートを下げ製膜時の膨張量を低下させた

場合、有機膜の剥離は観測されず、良好な素子

特性が観測された。（図４）これらの結果は、

ITO製膜による特性劣化の原因はITO製膜時の

膜膨張に起因することを示している。 
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図1 素子構造 

図2 成膜速度と有機ＥＬ素子

特性の関係。素子構造は

MgAg/LiF/ Alq3/ α-NPD/ITO 

図2 有機膜剥離時の

素子写真 

図3 有機膜波打ち時

の素子写真 

図4 ITO膜膨張を低減させた際の素子特性 
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